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【はじめに】窒化物半導体トンネル接合は、光吸収係数の高い ITO電極の代わりとして青紫（410nm

帯域）面発光レーザに利用されている[1]。一般的には、トンネル接合メサを形成し、埋め込むこ

とで電流狭窄が実現されている。一方で、このメサ構造では数 10nm の段差が生じるため、光散

乱損失の要因になる、あるいは埋め込み再成長の最適化が必要になるなど課題が存在する。本研

究では、Arプラズマを p-GaN層に照射すると高抵抗化するという報告 [2]を逆に利用して、トンネ

ル接合高 Mg濃度層に上記 Arを選択的に照射、その後、高 Si濃度層および n-GaN層を再成長す

ることで段差のない電流狭窄構造を実現したので報告する。 

【実験・結果】作製した試料はトンネル接合を有する LEDであり、すべてMOVPE装置にて積層

した。まず、トンネル接合高Mg濃度層を成長し終えた時点で、MOVPE装置から取り出し、ICP

エッチング装置を利用して Arプラズマを表面全面に照射、その後、高 Si濃度層と n-GaN層を再

成長させて上記試料を完成させた。その試料の j-V特性を図１に示す。Arプラズマ照射によって、

高抵抗化し、少なくとも 10 kA/cm2程度であれば電流を阻止することが可能と示唆された。次に、

8µm径の電流狭窄発光部をマスクで保護した状態で、上記と同条件の Arプラズマを照射した試料

を作製した（図 2）。Arプラズマ照射後、電流狭窄部と周囲の段差測定を行ったが明瞭な段差は確

認できなかった。図 3に 10 kA/cm2時における近視野像を示す。トンネル接合Mg高濃度層を Ar

プラズマ照射によって選択的に高抵抗化させることで段差のない電流狭窄を実現した。 
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図 2 試料構造(Ar選択照射) 図 3  近視野像 図 1  j-V特性 

第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2019 北海道大学 札幌キャンパス)20a-E302-5 

© 2019年 応用物理学会 12-301 13.8


